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Exposé des faits et concl usions

2751.D

La denande de brevet européen n° 92 420 044.7 (nunéro de
publication 0 499 553) a été déposée avec 2
revendi cations, dont |le texte est |e suivant

"1. Structure nonolithique conprenant deux ensenbl es de
di odes bidirectionnelles (D11, D12 ; D21, D22) de

caract éristiques distinctes constituées a partir d' un
substrat (1) d'un premer type de conductivité (N) a
partir d' une surface duquel sont réalisées des prem eres
régions (10, 11, 12 ; 50, 51) du deuxiene type de
conductivité pour constituer le premer ensenble de

di odes entre une premiére metallisation (30) solidaire
de |'une des prem éres régions et des deuxi enes

métal lisations (31, 32) solidaires des autres des

prem eres reégions,

caractérisée en ce qu'elle conprend un caisson (15 ; 55)
du deuxi ene type de conductivité fornmé a partir de

| adite surface dans | equel sont forneées des deuxi énes
régions (20, 21, 22 ; 60, 61) du premer type de
conductivité pour constituer |e deuxi éne ensenbl e de

di odes entre une troisieme métallisation (40) solidaire
de |'une des deuxi énes régions et des quatriénes

métal lisations (41, 42) solidaires des autres des

deuxi énes régi ons. "

"2. Structure nonolithique selon |a revendication 1
caractérisée en ce qu'elle conprend des couches (56, 57)
du deuxi ene type de conductivité plus dopées que |le
caisson (55) a l'interface entre les fonds des deuxi enes
régions (60, 61) et le caisson.”

La denande de brevet a été rejetée le 24 juillet 1996
par la Division d exanen au notif que |'objet de la
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revendication 1 n'inpliquait pas d activité inventive au
vu des docunents

D1
D2

EP- A-0 318 404 et
FR-A-2 624 320.

La décision de la Division d exanen a été notivée en
subst ance comme suit

L' état de la technique |l e plus proche est représenté par
| e docunent D1 (voir colonne 3, ligne 54 & col onne 5,
ligne 41) ; |'objet de la revendication 1 n'en differe
gu' en ce que |l es deux ensenbl es de di odes de

caract éristiques distinctes sont constituées a partir

d' un substrat d' un prem er type de conductivité, un des
deux ensenbl es étant formé dans un cai sson du deuxi éne
type de conductivité.

Le probl éne que se propose de résoudre |la présente

i nvention peut donc étre vu dans une réduction des
travaux d' assenbl age des circuits nonolithiques

i ncorporant chacun un ensenbl e de di odes de protection
come déja décrit dans |e docunent D1 (voir col onne 5,
i gnes 22 a 26).

Sel on | e docunment D2 (voir page 11, lignes 4 a 32), un
cai sson du deuxi énme type de conductivité présente |es
ménes avant ages que ceux nentionnés dans |a présente
demande, et |'honmre du nétier considérerait donc de
facon évidente que, pour résoudre | e problene posé, on
peut incorporer cette caractéristique dans |la structure
connue du docunent DL.

En outre, |'intégration de deux conposés (des diodes,
etc ...) de caractéristiques distinctes dans un substrat
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d' un prem er type de conductivité rel éve d' une démarche
techni que normal e, par exenple bien connue de |la
t echnol ogi e CMCS.

Par conséquent, |'objet de |la revendication 1 n'inplique
pas d'activité inventive.

La décision cite |l es argunents suivants du requérant
(demandeur)

1) | e docunent D1 concerne d une part (figures 4A et 4B)
la réalisation d un ensenbl e nonolithique de di odes
bi directionnell es ayant | es nénes caractéristiques et
d autre part (figures 5A et 5B) |la réalisation d' une
structure de protection bidirectionnelle associant un
prem er ensenbl e nonolithique de di odes
nonodi recti onnel | es et un deuxi éne ensenbl e de di odes
nonodi rectionnelles ; la réalisation de deux
ensenbl es de di odes de protection bidirectionnelles
de caractéristiques distinctes sur un substrat
nonol i t hi que n' est suggérée par aucun des docunents
cités ;

2) l'intégration de divers conposés de caractéristiques
di stinctes ne serait pas évidente au vu de la
technol ogi e bien connue, telle que CMOS, par
exenpl e ;

3) |e docunent D2 ne vise pas spécifiquenent |es diodes
de protection, et |a conbinaison des docunents D1 et
D2 n' est donc pas évidente.

La décision rejette ensuite ces argunents pour |es
rai sons suivantes
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Le docunent Dl concerne une structure conportant deux
ensenbl es de diodes bidirectionnelles (figure 5A) de
caract éristiques distinctes comme dans |a présente
demande, nmmis formés dans deux substrats différents; |a
fonction bidirectionnelle des diodes est identique a
celle de | a présente denmande ; quant a |'intégration de
toutes | es diodes dans un seul substrat nonolithique,
elle s'inscrit dans |a tendance générale de | a

t echnol ogi e des sem conducteurs ;

bi en que | e docunent D2 ne vise pas spécifiquenent des
di odes de protection, il nontre une intégration de

di odes par utilisation de caissons d'isolenment (voir
page 11, lignes 4 a 32) et il appartient donc a un
domai ne technol ogi que proche ; ceci, de nméne que |a

t echnol ogi e CMOS, suggére |'utilisation d un tel caisson
pour résoudre un probl ene posé puisque |'invention
consiste sinplenent a utiliser une techni que connue dans
une situation étroitenment anal ogue.

Cependant, il convient de remarquer que | adite décision
(voir point 9.1) reconnait de la matiere inventive dans
| a revendi cati on dépendante 2.

Le requérant a formé un recours contre cette décision |le
12 septenbre 1996 et payé |la taxe de recours le
13 septenbre 1996.

Le ménpoire exposant les nmotifs du recours a été déposeé
| e 14 novenbre 1996. Le requérant maintenait |le néne
texte (requéte principale) et sounettait deux requétes
subsidiaires 1 et 2 dans lesquelles la revendication 1
a éte "clarifiée".

De plus, le requérant demande | e renboursenent de |la
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taxe de recours (reéegle 67 CBE)

Enfin, il y a une requéte subsidiaire pour une procédure
oral e.

Dans | a notification du 8 mars 2000, |la Chanbre a fait
part au requérant que |les requétes senbl ai ent présenter
des défauts de clarté ; en particulier, la

revendi cation 1 de | a requéte principale ne nentionnait
pas des caractéristiques techniques qui, selon |la
description, paraissent essentielles. Cependant, une
nouvel | e revendi cation 1, basée sur la requéte
subsidiaire 2, était annexée a la notification,
présentant des nodifications tirées de |a description et

parai ssant pallier ces deéfauts.

De plus, la Chanbre exprimait |'opinion que, au vu du
dossier, il ne senblait pas y avoir eu de vice
substanti el de procédure justifiant |e renboursenent de
| a taxe de recours.

Par lettre du 15 mars 2000 recue par |'CEB |l e

17 mars 2000, |e requérant a donné son assentinment au
texte de |l a revendication 1 suggérée par |a Chanbre, qu
se lit comme suit

"1. Structure nonolithique conprenant deux ensenbl es de
di odes de protection bidirectionnelles (D11, D12 ; D21,
D22), chaque di ode bidirectionnelle conprenant deux

di odes a cl aguage téte-béche qui écrétent la tension a
| eurs bornes dés que celle-ci atteint une val eur
prédéterm née selon |'une ou |"autre polarité, de
caract éristiques distinctes constituées a partir d'un

substrat (1) d'un premer type de conductivité (N) a
partir d' une surface duquel sont réalisées des prem eres
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régions (10, 11, 12 ; 50, 51) du deuxiene type de
conductivité pour constituer le premer ensenble de

di odes entre une premiére metallisation (30) solidaire
de |'une des prem éres régions et des deuxi enes

meétal lisations (31, 32) solidaires des autres des

prem eres reégions,

| adite structure nonolithique conprenant un

cai sson (15 ; 55) du deuxiéne type de conductivité formeé
a partir de ladite surface dans | equel sont formées des
deuxi enes régions (20, 21, 22 ; 60, 61) du premer type
de conductivité pour constituer |e deuxiene ensenbl e de
di odes entre une troisienme métallisation (40) solidaire
de |'une des deuxi énes régions et des quatriénes
métal | isations (41, 42) solidaires des autres des

deuxi énes régions." (mse en évidence par |a Chanbre)

Le requérant requiert donc que |a décision contestée
soit annul ée et qu'un brevet soit délivré sur |a base
des docunents suivants de | a demande de brevet

eur opéen :

Description :

Page 1 fournie par |e requérant par lettre du

5 septenbre 1995, recue par |'OEB |l e 8 septenbre 1995 ;
Pages 2 a 9 telles que déposées ;

Revendi cati ons :
N° 1 et 2 annexées a la notification du 8 nmars 2000 de

| a Chanbre de recours ;

Dessi ns
Feuilles 1/3 a 3/3 telles que déposées.

Dans | e ménoire exposant les notifs du recours, le
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requérant a souligné qu'il maintenait |es argunents
qu'il avait soum s dans sa réponse a la notification de
la Division d exanmen (voir point Il ci-dessus).

De plus, il a fait valoir que |'invention concerne une
di ode de protection bidirectionnelle qui assure une
fonction de protection selon |'une ou |'autre polarité,
ces di odes entrant en aval anche pour une tension de
seui | déterm née quand apparait une surtension de |'une
ou | "autre polarité.

O, |le docunent D1 ne décrit pas deux ensenbl es de

di odes bidirectionnelles, de caractéristiques

di stinctes, mais deux ensenbl es de di odes
unidirectionnelles formant un seul ensenbl e de di odes
bi di rectionnel |l es.

De plus, dans la technologie CMOS, ce qui se trouve dans
| e substrat et ce qui se trouve dans un cai sson n'est
pas de néne nature ; il s'agit en effet de transistors
conpl énent ai res, donc non identiques. Par contre, dans

| a présente invention, on reéalise dans | e substrat et
dans | e cai sson des conposants de néne nature, a savoir
des di odes bidirectionnelles.

Par conséquent, |'objet de |a demande inplique une
activité inventive.

Concernant | e renboursenent de |a taxe de recours, le
requérant le justifie par |'argunent selon |lequel la
décision de rejet contestée résulte d' une

i nconpr éhension entre |a Division d examen et le
requérant, qui n'est pas du fait de ce dernier et qu
aurait pu étre levée par une lecture approfondie de |la
description de | a demande.
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Motifs de | a déci sion

2751.D

Le recours est recevabl e.

Conditions fornelles

Les nodifications suggérées par |a Chanbre et approuvées
par | e requérant sont destinées a pallier des défauts de
clarté ; elles sont basées sur |la description de |la
demande tell e que déposée (voir par exenple page 1

ligne 1 a 11 a page 2, ligne 6 ; voir aussi page 2,
lignes 13 a 16) et donc sur |es passages correspondants
de la présente description ; elles spécifient que |es

di odes sont des di odes de protection réalisées sous
fornme de diodes a claquage bidirectionnel qui écrétent
la tension a |l eurs bornes des que celle-ci atteint une
val eur prédéterm née selon |'une ou |'autre polarité,
chaque di ode bidirectionnelle conprenant deux diodes a

aval anche t ét e-béche.

Par conséquent, |la Chanbre est d' avis que |a présente
demande n'a pas été nodifiée de nani ére que son obj et
s' étende au-dela du contenu de |a demande telle que
déposée (art. 123(2) CBE) et que la présente

revendi cation 1 définit de facon correcte et en accord
avec |la description |'objet de la protection demandée
(art. 84 CBE).

Nouveaut é
L' objet de |l a présente revendication 1 n'est pas conpris

dans |'état de la technique, et il est donc nouveau au
sens de |"article 54 CBE
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Activité inventive

La Chanbre est d' avis que |'état de Ia technique |e plus
proche est représenté par |'exenple illustré dans |es
figures 4A et 4B du docunent D1, qui nontre, come cel a
est indiqué dans |la nouvelle page 1 de |a description
(voir lignes 12 a 14), une réalisation intégrée de

pl usi eurs di odes bidirectionnelles ayant |es ménes
caract éristiques et fornmées dans un substrat
nonol i thique. En effet, selon | e docunent D1 (voir
colonne 4, lignes 10 a 31, en particulier lignes 13 a
19), dans cet exenple, |les diodes bidirectionnelles de
|"exenple de la figure 4 ont | es ménes caractéristiques.

Dailleurs, coome |'a fait justenment remarquer le
requérant, |'exenple illustré dans les figures 5A et 5B
du docunment D1 concerne une structure non nonolithique
conportant deux substrats, donc différente de |a
présente invention.

Partant de |'exenple illustré dans les figures 4A et 4B
du docunent D1, donc conprenant des di odes

bi directionnell es ayant | es nénes caractéristiques, le
but de |'invention consiste a former des ensenbl es de
di odes de protection de caractéristiques distinctes
(voir demande, page 2, lignes 13 a 16).

Ce but est réalisé par la formation d'un cai sson pour
| "un des ensenbl es de di odes de protection.

Certes, il est connu du docunent D1 (voir figures 5A et
5B) de former des ensenbl es de diodes de protection de
caract éristiques distinctes, mai s pour des di odes non
bidirectionnelles et pour une structure non
nonol i t hi que.
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Certes, il est aussi connu du docunent D2 (voir

figure 4a et 4b et page 10, ligne 16 a page 13,

ligne 10) de forner une structure nonolithique avec des
cai ssons individuels (Cl, C2) pour les paires de diodes
(Z1, Zener ; Dl) téte-béches. Cependant, ce ne sont pas
des ensenbl es de di odes de caractéristiques distinctes,
car toutes |es diodes sont divul guées comme étant dans
des caissons (Cl, C2), et non dans des cai ssons et dans
| e substrat.

La conbi nai son de D1 et D2 ne pernet donc pas d' arriver
a la structure de | a présente revendication 1.

Quant aux anal ogies que |'on peut tirer de la
conpar ai son entre des schénmas nontrant une structure
conprenant des paires de di odes intégrées dans un
substrat et dans un caisson dudit substrat, d' une part,
et une structure CMOS, d' autre part, elles ne sont pas
pertinentes. En effet, come |'a remarqué | e requérant,
ce qui se trouve dans |le substrat et dans | e caisson du
CMOS n' est pas de néne nature, car il s'agit de

transi stors conpl énentaires, alors que, selon

[ "invention, | es conposants dans |l e substrat et dans le
cai sson sont des diodes bidirectionnelles, et donc de
méne nat ure.

De plus, les dispositifs CMOS apparti ennent a un domai ne
techni que différent, avec |les diverses parties des
conposants ayant d'autres fonctions que dans |la présente
i nvention.

Par conséquent, |'objet de |la présente revendication 1
i mplique une activité inventive au sens de
|"article 56 CBE.
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La revendication 1 est donc brevetable au sens de
|"article 52(1) CBE.

La revendication 2 définit un node de réalisation de
| "invention de la revendication 1 et est égal enent
accept abl e.

En conséquence, un brevet peut étre délivré sur cette
base (art. 97(2) CBE)

Renmbour senent de | a taxe de recours

Le requérant fait valoir que le rejet résulte d' une

i nconmpr éhension entre | a Division d examen et |ui-néne
qui aurait pu étre |levée par une | ecture approfondi e de
| a description de | a demande.

La Chanbre a fait part au demandeur dans sa notification
du 8 mars 2000 que, en tout état de cause, selon |la
jurisprudence des Chanbres de recours (cf. par exenple
T 19/87, JO 1988, 268, point 5 des raisons et T 162/82,
JO 1987, 533, point 15 des raisons), une erreur

d' appr éci ati on commi se en prem ere instance ne
constituait pas un vice substantiel de procédure
justifiant | e renboursenent de |a taxe de recours au
sens de la regle 67 CBE, et que, en conséquence, il ne
senbl ait pas que, dans un cas conme |e cas présent, un
renmbour senent soit justifié.

Le requérant n'a pas traité de ce sujet dans sa lettre
du 15 mars 2000.

Par conséquent, |la Chanbre est d avis que |la requéte en
renbour senent ne peut étre accept ée.
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6. Et ant donné que |l e requérant n'a demandé une procédure
orale selon |'article 116 CBE que pour |le cas ou |la
chanbre aurait |'intention de confirner le rejet de la
demande de brevet en cause, |a présente décision peut
étre prise sans avoir a recourir a une telle procédure.

Di spositif

Par ces notifs, il est statué comme suit

1. La déci si on contestée est annul ée.

2. L'affaire est renvoyée a la pren ére instance avec ordre

de délivrer un brevet sur |a base des docunents suivants
de | a demande de brevet européen

Description :

Page 1 fournie par |e requérant par lettre du
5 septenbre 1995, recue par |'OEB |l e 8 septenbre 1995 ;

Pages 2 a 9 de |la dermande telle qu'elle a été déposée ;

Revendi cati ons :

N° 1 et 2 annexées a la notification du 8 mars 2000 de
| a Chanbre de recours et acceptées par |e requérant par
lettre du 15 mars 2000, recue par |'CEB |l e

17 mars 2000 ;

Dessi ns
Feuilles 1/3 a 3/3 de la denmande telle qu'elle a été
déposée.
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3. La requéte en renboursenent de |a taxe de recours est
rej et ée.

Le Geffier : Le Président

L. Martinuzzi R Shukl a

2751.D Y A



